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(§) Feste Elektrolytkondensatoranordnung und Verfahren zur Herstellung derselbigen 

(§) Efne feste Elektrolytkondensatoranordnung belnhaltet ein 
Substrat (12), das aus laitendem Sillzlum hergestelit Ist und 
ein isoiationsfilm (15), weleher aus einer Vialzahr von 
Kontaktlocham gebildet ist ist auf einer oberen Oberflacha 
des Substrates gebiidet. Bne Vieizahl von iContalctschlchten 
(18), welche Jewells mlt dam Substrat fiber die KontalctlSclier 
verbunden sind, ist auf dem Isoiationsfilm gebildet. EIne 
Vieizahl von Chips, woven jeder eine gesinterte Einheit aus 
Tantalpulver ist, sind jeweits auf den Kontalctschichten 
angeordnet. Eine Vieizahl von fasten Eleictroiytschichtan, 
walche jeweils eleictrisch von dem Tantalpulver der Chips 
durch Isolationsfllme isoliert sind, sind Jeweila auf den Chips 
angeordnet. Eine Abdecicharzscliicht (25) decJct die Chips in 
einer Weise ab, da& die Antetle der festen Elelctrolytschich- 
ten der Chips jeweils freigelegt sind, und die iCathodenelelc- 
troden sind auf der Abdeclcharzschlcht so angeordnet, daft 
aie eielctrlsch mit den festen Elektrolytschichten verbunden 
sind, welche von der AbdecidiarzsGhieht freigelegt aind. Eine 
Anodenelektroda (28) ist auf einer unteren Oberfliehe des ^ 
Substrates so angeordnet, da8 sie mh dem Tantalpulver der 
Jeweiligen Chips Qber daa Substrat und die Kontalctschichten 
elektrisch verbunden ist. 
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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine feste 
Elektrolytkondensatoranordnung und ein Verfahren 
zur Herstellung derselbigen. Insbesondere bezieht sich 
die Erfindung auf eine sogenannte feste Elektrolytkon- 
densatoranordnung, in welcher eine Vielzahl von Kon- 
densatorelementen, wovon jedes eine gesinterte Einheit 
aus einem ventilmetallischen Pulver hat, parallel zuein- 
ander angeordnet und integral verpackt sind und ein 
Verfahren zur Herstellung soldier f esten Elektroiytkon- 
densatoranordnungen. 

Beispiele solcber festen Elektrolytkondensatoranord- 
nungen werden z.B. in Fig. 3 des US-Patentes Nr. 
4,097,917, das am 27. Juni 1978 veroffentlicht wurde, in 
der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 4-3406, 
das am 8. Januar 1992 veroffentlicht wurde, in der 
Fig. 11 der japanischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 
6-20891, das am 28. Januar 1994 verdffentlfcht wurde, 
usw., off enbart 

Ein Vorteil solcher festen Elektrolytkondensatoran- 
ordnungen liegt darin, daB in dem Fall, in dem eine 
Vielzahl von festen Elektrolytkondensatoren in einer 
Schaltplatte mit einer elektrisdhen Ausstattung benutzt 
werden, es mdglich ist, die Anzahl der Scl^tte zum 
Befestigen der Kondensatoren auf der Schaltplatte und 
einen Befestigungszwischenraum, der zum Befestigen 
der Kondensatoren auf der Schaltplatte notwendig ist, 
2u reduzieren, im Vergleich zu dem FaU. worin eine 
Vielzahl von festen Elektrolytkondensatoren, wovon je- 
der nur ein Einzelkondensatorelement hat, auf der 
Schaltplatte bef estigt werden. 

Weiterhin ist es in dem Fall einer festen Elektrolyt- 
kondensatoranordnung, in welcher eine Vielzahl von 
Kondensatorelementen parallel mit jedem anderen ver- 
bunden sind und integral verpackt sind, mdglich, den 
elektrischen Widerstand an den Kathodenelektroden 
der Kondensatorelemente zu reduzieren und deshalb ist 
es ein Vorteil, daB die Impedanz in einem hochfrequen- 
ten Bereich im Vergleich zu einem Fall, worin ein Kon- 
densator, der dieselbe Kapazitat hat, nur aus emem Ein^ 
zelkondensatcrelement aufgebaut ist, herabgesetzt 
werden kann. 

Jede der festen Elektrolytkondensatoranordnungen 
vom Stand der Technik benutzt ein Kondensatorele- 
ment A, welches wie folgt hergestellt wird: 
Als erstes, wie in Fig. 1 gezeigt, wird Pulver aus Ventil- 
metall, wie Tantal, f esigestampf t und zu einem portJsen 
Chip Al geformt. von welchem ein Anodendraht A2, der 
aus einem Metall, wie Tantal, hergestellt ist, hervorste- 
hend ist und danach wird der porose Chip Al gesintert 

Als nachstes, wie in Fig. 2 gezeigt, wird in einem Zu- 
stand, in dem der Chip Al in eine chemische Konver- 
sionsflussigkeit, wie eine waBrige Ldsung aus phospho- 
rischer Saiu*e getaucht wird, ein Gleichstrom zwischen 
dem Anodendraht A2 tmd der chemischen Konversions- 
fliissigkeit angelegt, um so cfie Eioxierung durchzufOh- 
ren. Demzufolge wird ein dielektrischer Film A3, wie 
Ditantalpentaoxid, auf den OberflSchen des metalli- 
schen Pulvers oder der Teilchen in dem Chip gebildet 

Dann wird ein Schritt des Brennens des Chips Al des 
dfteren wiederholt, nachdem der Chip Al in einer wSB- 
rigen Losung aus Mangannitrat getaucht, um so die 
Mangannitratidsung in das Innere des Chips Al durch- 
dringen zu lassen, und herausgezogen wird Demzufolge 
wird eine feste Elektrolytschicht A4 auf einer Oberfla- 
che des dielektrischen Films A3 aus Metalloxid, wie 
Mangandioxid, gebildet 



Zuletzt wird, nachdem erne Graphitschicht auf einer 
Oberflache der festen ElektrolyUchicht A4 des Chips 
Al gebildet wird, eine Kathodenelektrode A5 aus einem 
metallischen Film, wie Silber, Nickel lisw. gebildet, wo- 
5 durch das Kondensatorelement A erfialten werden 
kann. 

Wie oben beschrieben, ist in dem festen Elektrolyt- 
kondensator beun Herstellen des Kondensatorelements 
A der Anodendraht A2, der aus dem Chip Al hervor- 

10 steht, unentbehrlich, und deshalb kann der Anodendraht 
A2 nicht eliminiert werden. 

Deshalb sollen im Stand der Technik, nachdem eine 
Vielzahl von Kondensatorelemente A wovon jedes so 
hergesteUt wird, parallel zueinander angeordnet wer- 

15 den, wobei die Kondensatorelemente A integral durch 
eine Verpackungseinheit, die aus synthetischem Harz 
hergestellt ist, in emer derartigen Weise geformt wer- 
den, daB die Verpackungseinheit nicht nur die Chips der 
Kondensatorelemente, sondem ebenso die Anoden- 

20 drahte A2, die aus den Chips hervorstehen, abdeckt 

Deshalb ist die Gr66e der Verpackungseinheit im 
Vergleich zu der GroBe des Chips Al des Kondensator- 
elements A um dnen Anteil des Anodendrahtes A2, der 
aus dem Chip Al hervorsteht, groB, und deshalb ist der 

25 Volumenbetrag des Chips Al des Kondensatorelements 
A im Hinblick auf ein Voltmien des gesamten Konden- 
sators und entsprechend der Volumenwirkungsgrad 
niedrig. Weiterhin wird ein effektives Volumen des 
Chips Al des Kondensatorelements A klem, da ein An- 

30 teil des Anodendrahtes A2 in dem Chip Al eingebettet 
wird 

Aus diesen GrOnden gab es in dem Stand der Technik 
dadurch ein Problem, daB es schwierig ist, eine Kapazi- 
tat pro Einheitsvolumen groB zu machen, und somit 

35 wird ein Gewicht des Kondensators ebenso groB. Wei- 
terhin wirkt im Stand der Technik beim Formen der 
Vielzahl yon Kondensatorelementen A durch die Ver- 
packungseinheit aus dem synthetischen Harz eine groBe 
Spannung auf dem Chip Al des Kondensatorelements 

40 A und deshalb gibt es viele Mdglichkeiten, daB ein Loch- 
strom (LC) sich erhdht und ein Isolationsdef ekt auftritt 
Dementsprechend ist beim Herstellen des Kondensa- 
tors die Haufigkeit der schlechten Produkte hoch und 
somit ist die Gewinnrate niedrig. 

45 Weiterhin werden im Stand der Technik in dem Fall, 
in dem die Vielzahl von Kondensatorelementen A 
gleichzeitig hergestellt werden sollen, die Anodendrah- 
te A2, welche Jewells aus der Vielzahl von den gesinter- 
ten Chips hervorstehen, aus emem Metallstab, wie Tan- 
so tal, gefertigt und in diesem Zustand wird ein Schritt zum 
Bilden der festen Elektrolytschicht A4 in der wSBrigen 
LOsung aus Mangannitrat, ein Schritt zum Bilden der 
Graphitschicht und ein Schritt zum Bilden der Katho- 
denelektrode A5 durchgeffihrt und dann werden die je- 

55 weiligen Kondensatorelemente A aus dem Metallstab 
herausgeschnitteiL Deshalb ist die Anzahl der Konden- 
satorelemente A, die durch Benutzen eines einzelnen 
Metallstabes hergestellt werden kdnnen, begrenzt, und 
es ist unmoglich, die Anzahl der Kondensatorelemente 

60 A wesentlich zu erhdhen, weshalb es schwierig ist, die 
Kondensatorelemente durch Massenproduktion herzu- 
stellen. Weiterhin ist es notwendig, einen Schritt zum 
Einbauen einer Vielzahl von Kondensatorelementen A, 
die so hergestellt werden, in einer Einzelkomponente zu 

es iiefem und deshalb gab es das Problem, daB nicht nur 
eine Gewinnrate niedrig ist, sondem daB sich ebenso die 
Herstellungskosten sich weitestgehend erhohen. 
Deshalb ist es Aufgabe der Erfindung, eine neue feste 
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Elektrolytkondensatoranordnung zu liefern, die es er- 
moglicht, die obigen Probleme zu idsen und ein neues 
Verfahren zur Herstellung der festen Elektrolytkonden- 
satoranordnungen zu lief em. 

Die Aufgabe wird gemaB den Merkmalen der unab- 
htogigen Patentanspniche 1 und 12 gelost 

Eine feste Elektrolytkondensatoranordnung entspre- 
chend der Erfindung umfaBt: ein Substrat, das eine obe- 
re Oberflache und eine untere Oberfl^che hat; eine Vie]* 
zahl von Chips, die auf der oberen Oberflache des Sub- 
strates mit einem Abstand angeordnet sind, wobei der 
Chip durch Sintem von metallischem Pulver gebildet 
wird; eine Vielzahl von festen Elektrolytschichten, die 
jeweils auf den Oberflachen der Vielzahl von Chips ge- 
bildet sind und elektrisch von dem metallischen Pulver 
isoliert sind, wobei die Vielzahl von festen Elektrolyt- 
schichten unabhangig voneinander sind; eine Abdeck- 
harzschicht, die die Vielzahl von Chips in einer Weise 
abdeckt, daB die jeweiligen Anteile der \lelzafal von 
festen Elektrolytschichten Areiliegen; mindestens eine 
Kathodenelektrode, die auf der Abdeckharzschicht ge- 
bildet ist und elektrisch mit den jeweiligen freiliegenden 
Anteilen der \^elzahl von festen Elektrolytschichten 
verbunden ist; und mindestens eine Anodenelektrode, 
die auf der imteren Oberflache des Substrates gebildet 
ist und elektrisch mit dem metallischen Pulver von der 
Vielzahl von Chips verbunden ist 

Entsprechend der Erfindung bt es mdglich» den Ano- 
dendraht, der in dem Stand der Technik benutzt wird, zu 
eliminieren und deshalb wird ein eff ektives Volumen des 
Chips des Kondensatorelements nicht durch den Ano- 
dendraht reduziert und dementsprechend kann der Be- 
trag des Volumens des Chips mit Bezug auf das gesamte 
Voiumen der Kondensatoranordnung sicher im Ver- 
gleich zum Stand der Technik erhdht werden und des- 
halb ist es moglich, die drastische Erhohung einer Volu- 
meneffektivit^t und der Miniaturisierung zu implemen- 
tieren. 

Es konnen FflUvertiefungsanteile auf dem Substrat 
angeordnet werden und das metallische Pulver zimi Bil- 
den des Chips kann in die FOllvertiefungsanteile geftlDt 
werden. In solch einem Fall wird das Volumen des Chips 
erhoht und deshalb kann der volumetrische Wirkimgs- 
grad erhoht werden tmd entsprechend eine Kapazitat 
pro Einheitsvoliunen kann In der festen Elektrolytkon- 
densatoranordnung vergrSBert werden. Insbesondere 
in einem Fall, in dem die Fiillvertiefungsanteile aus 
Durchgangsldchem gebildet sind, ist es mdglich, das Vo- 
lumen des Chips weiterhin zu vergrOBem und die Ano- 
denelektrode, die auf der unteren Oberfllche des Sub- 
strates gebildet ist, kann direkt in Kontakt mit dem me- 
tallischen Pulver, das in die Durchgangslocher gef ailt ist, 
gebracht werden, und deshalb ist es mdglich, die Zuver- 
lassigkeit der elektrischen Leitfahigkeit zwischen dem 
metallischen Pulver der Chips und der Anodenelektrode 
zu erhohen. 

Das Substrat kann aus einem Material hergestellt 
werden. das eine Leitfahigkeit zumindest in Richtung 
der Dicke hat, und das metallische Pulver der Chips 
kann elektrisch mit dem Substrat verbimden werden, 
auf welchem die Anodenelektrode gebildet ist In die- 
sem Fall funktioniert das Substrat selber als der Ano- 
dendraht in dem Stand der Technik und ist wirkungsvoll 
beim Erhohen des volumetrischen )i^rkungsgrades. 
Weiterhin, wenn eine Isolationsschicht auf dem Substrat 
in einer Weise gebildet wird, daB die Isolationsschicht 
eine Peripherie von jedem der Chips umrundet, ist es 
moglich, das Substrat an einer Seite der Anodenelektro- 
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de und die feste ElektroIy!schicht an emer Seite der 
Kathodenelektrode voneinander zu isoiieren, und des- 
halb ist es mdglich, einen KurzschluB, der dazwischen 
auftritt, sicher zu verhindem. 
5 Ein Verfahren zur Herstellung von festen Elektrolyt- 
kondensatoranordnungen entsprechend der vorliegen- 
den Erfindung umfaBt die Schritte: (a) Herstellen euier 
Mutterplatte, die ein Gebiet hat, das dazu geeignet ist, 
eine'S^elzahl vonSubstraten herauszuschneiden;(b) Bil- 
10 den emer Vielzahl von Chips auf der Vielzahl von Sub- 
straten, die in der Mutterplatte jeweils beinhaltet sind, 
wobei jeder der Chips durch Sintem von metallischem 
Pulver gebildet wird; (c) Bilden einer Viekahl von festen 
Elektrolytschichten auf den Oberflachen der Vieh»hl 
15 von Chips in einer Weise, so daB die Vielzahl von elek- 
trolytischen Schichten elektrisch von dem metallischen 
Pulver isoliert sind, wobei die \^elzahl von festen Elek- 
trolytschichten unabhangig voneinander sind; (d) BQden 
einer Abdeckharzschicht, welche die Vielzahl von Chips 
20 in einer Weise abdeckt, so daB Anteile von der Vielzahl 
der festen Elektrolytschichten jeweils freistehend sind; 

(e) Bilden einer Vielzahl von Kathodenelektroden auf 
der Abdeckharzschicht in einer Weise, so daB die Viel- 
zahl an Kathodenelektroden elektrisch mit der Vielzahl 

25 von festen Elektrolytschichten jeweils verbunden sind; 

(f) Bilden einer Vielzahl von Anoden auf einer unteren 
Oberflache der Mutterplatte in einer solchen Weise^ daB 
die Vielzahl von Anodenelektroden elektrisdi mit dem 
metallischen Pulver der Vielzahl von Chips jeweils ver- 
so bunden sind; tmd (g) Ausschneiden der Vielzahl an Sub- 

straten aus der Mutterplatte. 

Entsprechend dem Herstellungsverfahren der vorlie- 
genden Erfindung kdnnen die jeweiligen Chips gleich- 
zeitig auf dem jeweiligen Substrat gebildet werden. 
35 Weiterhm kann die Bildung der festen Elektrolytschich- 
ten, die Bilden der Abdeckharzschicht, die BOdung der 
Anodenelektrode und die Bildung der Kathodenelek- 
troden kontinuierlich in einem Zustand durchgefuhrt 
werden, in welchem die Vielzahl der Chips auf der Mut- 
40 terplatte gebildet werden. Dann kann durch letztendli- 
ches Herausschneiden aus der Mutterplatte fur jedes 
der Substrate zwischen den jeweiligen Chips eine Viel- 
zahl von festen Elektrolytkondensatoranordnungen 
gleichzeitig hergestellt werden. Deshalb ist im Vergleich 
45 zu dem Stand der Technik, der eine Vielzahl von festen 
Elektrolytkondensatoranordnimgen separat herstellt, 
das Herstellungsverfahren der vorliegenden Erfindung 
f Or Massenproduktion geeignet 
Die oben beschriebenen Ziele und andere Ziele, 
so Merkmale, Aspekte und Vorteile der vorliegenden Er- 
findung werden aus der folgenden detaillierten Be- 
schreibung der vorliegenden Erfindung offensichtlicher 
werden, wenn sie in Verbindung mit den beigefiigten 
Zeichnungen benutzt werden. 

55 

Kurze Beschrdbungder Zeichnungen 

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die ein Kon- 
densatorelement vom Stand der Technik zeigt; 
60 Fig. 2 ist eine longitudinale Schnittvorderansicht der 
Fig. 1, welche das Kondensatorelement ist; 

Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die eine Mut- 
terplatte zeigt, welche in einer ersten AusfOhrungsf orm 
entsprechend der vorliegenden Erfindung benutzt wird; 
65 Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin eine Isolationsschicht auf einer obe- 
ren Oberflache der Mutterplatte gebildet wu-d; 
Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
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sund zeigt, worm die Kontaktlbcher in der Isolations- 
schicht auf der Mutterplatte gebildet werden; 

Fig. 5A ist eine vergrdBerte Schnittansicht an der Li- 
nieVA-VAmFSg.5; 

Fig. 5B ist eine vergrdBerte Schnittansicht an der Li- 
nieVB-VB in Fig. 5; 

Fig. 6 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die DOnnHlme, die aus Tantalsilicid 
hergestellt sind, in den Kontaktldchem der ersten Aus- 
fQhrungsform gebildet werden; 

Fig, 6A ist eine Schnittansicht an der Linie VIA- VIA 
in Fig. 6; 

Fig, 7 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin <Ue metaOischen Kontaktschichten 
auf den DOnnHlmen, die aus Tantalsilicid hergestellt 
sind, gebildet werden; 

Fig. 7 A ist eine Schnittansicht an der Linie VIIA-VIIA 
in Fig. 7; 

Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worm eine bildende Rahmenschicht auf der 
Mutterplatte von der AusfQhrungsform der Fig. 1 gebil- 
det wird; 

Fig. 8A 1st eine vergrdBerte Schnittansicht an der Li- 
nie VIII A- VIII A in Fig. 8; 

Fig. 8B ist eine vergrdBerte Schnittansicht an der Li- 
nie VIIIB-VIIIB in Fig. 8; 

Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin die Bildungsldcher oder die Zwi- 
schenrflume in der bildenden Rahmenschicht gebildet 
sind; 

Flg. 9A ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
Linie IXA-IXA in Fig. 9; 

Fig. 98 ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der Li- 
nie IXB-IXB in Fig. 9; 

Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin die Chips durch Festdrucken des Tan- 
talpulvers in die Bildungsldcher der bildenden Rahmen- 
schicht gebildet werden; 

Fig. IDA ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
Linie XA-XA in Fig. 1 0; 

Fig. lOB ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
LinieXB-XBinRg.lO; 

Fig. 1 1 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin die bildende Rahmenschicht entfmit 
wird, nachdem die Chips f estgedrQckt und gebildet sind; 

Fig. IIA ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
Unie XIA-XL\ in Fig. 1 1 ; 

Fig. 1 IB ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
Linie XIB-XIB in Rg. 11 ; 

Fig. 12 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeig^ worin die dielektrischen Fllme auf den 
jeweiligen Chips in der erste Ausfiihrungsform gebildet 
werden; 

Fig. 12A ist eine Schnittansicht bei der Linie XIIA- 
XILMnFlg. IZ 

Fig. 13 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die festen Elektrolytschichten auf 
den jeweiligen Chips in der ersten AusfQhrungsform 
gebildet sind; 

Fig. 13A ist eine Schnittansicht bei einer Unie XIIIA- 
XIIIAinFig. 13; 

Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin eine Abdeckharzschicht auf die Mut- 
terplatte in der ersten Ausftlhrungsfonn angewendet 
wird; 

Fig. 14A ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 
Unie XIVA-XIVA in Fig. 14; 
Fig. 14B ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei der 



Linie XIVB-XIVB in Fil 

Fig. 15 ist eine perspektivische Ansicht, die einen Zu- 
stand zeigt, worin die Fenster auf der Abdeckharz- 
schicht in der ersten AusfQhrungsform gebildet sind; 
5 Fig. 15A ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei einer 
Linie XVA-XVA in Fig. 15; 

Fig. 15B ist eine vergrdBerte Schnittansicht bei einer 
Linie XVB-XVB in Kg. 15; 
Fig. 16 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
10 Zustand zeigt, worin die Kathodenelektroden und eine 
Anodenelektrode in der ersten AusfQhrung^orm gebil- 
det sind; 

F1g.l6A ist eine Schnittansicht nach einer Unie 
XVL\-XVL\inFig.l6; 
15 Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht, die eine feste 
Elektrolytkondensatoranordnung, die in der ersten Aus- 
fQhrungsform hergestellt ist, zeigt; 

Fig. 17A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XVIL\-XVIIAinHg. IJ; 
20 Fig. 1 7B ist erne Schmttansicht bei einer Linie XVIIB- 
XVIIBinFlg. 17; 

Fig. 18 ist ein gquivalentes Schaltungsdiagramm der 
festen Elektrolytkondensatoranordnimg^ die in der er- 
sten AusfOhningsform hergestellt ist; 
25 Fig. 19 ist eine vergrdBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung eines modifizierten Beispiels von der ersten Aus- 
fQhrungsform zeigt; 
Fig. 19A ist eine Schnittansicht einer Unie XIXA-XI- 
30 XAinFlg. 19; 

Fig. 20 ist ein aquivalentes Schaltungsdiagramm des 
modifizierten Beispiels der festen Elektrolytkondensa- 
toranordnung; 
Fig. 21 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die eine 
35 Mutterplatte zeigt, die in einer zweiten AusfQhrungs- 
form entsprechend der vorliegenden ErHndung benutzt 
wird; 

Fig. 21A ist eine Schnittansicht bei der Unie XXIA- 
XXJAinrig.21; 
40 Fig. 22 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die Kontaktidcher in einer Isola- 
tionsschidit der zweiten AusfQhrungsform gebildet 
sind; 

Fig. 22A ist eine Schnittansicht bei der Linie XXIIA- 
45 XXILMnFig.22; 

Fig. 23 ist erne vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die Chips festgedrQckt und gebil- 
det sind und dann die dielektrischen Fllme und die festen 
Elektrolytschichten auf den Chips in der zweiten Aiis- 
50 fOhrungsform gebildet sind; 

Fig. 23A ist eine Schnittansicht bei der Linie XXIIIA- 
XXIIIAinFig.23; 

Fig. 24 ist eine vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin eine Abdeckharzschicht auf die 
55 Chips in der zweiten AusfQhnmgsform angewendet 
wird; 

Fig. 24A ist eine Schnittansicht bei emer Linie XXI- 
VA.XXIVAinFig.24; 

Fig. 25 ist erne vergrdBerte Schnittansicht, die einen 
60 Zustand zeigt, worin die Kathodenelektroden und erne 
Anodenelektrode in der zweiten AusfQhrungsform ge- 
bildet sind; 

Flg.25A ist eine Schnittansicht bei einer Unie 
XXVA-XXVA in Fig. 25; 
65 Fig. 26 ist eine vergrdBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung entsprechend der zweiten AusfQhrungsform zeigt; 

Fig.26A ist dne Schnittansicht bei einer Unie 
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XXVIA-XXVIAinFig- 26; 

Fig. 27 ist eine perspektivische Ansicht, die eine Mut- 
terplatte zeigt, welche in einer dritten Ausf (Ihrungsform 
entsprechend der vorliegenden Erfindung benutzt wird; 

Fig, 27A ist eine vergroBerte Schnittansicht bei einer 
Linie XXVIIA-XXVIIA in Fig* 27; 

Fig. 27B ist eine vergroBerte Schnittansicht bei einer 
Linie XXVUB-XXVHB in Fig. 27; 

Fig* 28 ist eine vergroBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zelgt, worin die Chips festgedrQckt und gebil- 
det in einer dritten AusfOhrungsform sind; 

F1g.28A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXVIIIA-XXVIIL\ in Fig. 28; 

Fig. 29 ist eine vergroBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die dielektrischen Filme und die 
festen Elektrolytschichten auf den Chips in der dritten 
Ausfuhrungsform gebildet sind; 

Fig. 29A ist eine Schnittansicht bd einer Linie XXI- 
XA.XXIXAinRg.29; 

Fig. 30 ist eine vergroBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die Kathodeneiektroden und eine 
Anodenelektrode in der dritten Ausfulirungsform gebil- 
det sind; 

FIg.SOA ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXXA-XXXA in Fig. 30; 

Fig. 31 ist eine vergroBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung entsprechend der dritten Ausfuhrungsform zeigt; 

Fig. 31 A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXXIA-XXXL\inFig. 31; 

Fig. 32 ist eine perspektivische Ansicht, die eine Mut- 
terplatte zeigt, welche in einer vierten Ausf {ihrungsform 
entsprechend der vorliegenden Erfindung benutzt wird; 

Kg. 32A ist eine vergroBerte Sclinittansicht bei einer 
Linie XXXILV-XXXHA in Fig. 32; 

Fig. 32B ist eine vergroBerte Sclmittansicht bei einer 
Unie XXXIIB-XXXIIB in Fig. 32; 

Fig. 33 ist eine vergroBerte Schnittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die Chips in der vierten Ausffih- 
ningsform fest gedrQckt und gebildet sind; 

Fig. 33A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXXniA-XXXIIL\ in Fig. 33; 

Fig. 34 ist eine vergrdBerte Sclmittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die dielektrischen Schichten und 
die festen Elektrolytschichten auf den jeweiligen Chips 
in der vierten Ausfuhrungsform gebildet sind; 

Fig* 34A ist eine Schnittansicht bei einer linie XXXI- 
VA-XXXIVA m Fig. 34; 

Fig. 35 ist eine vergrdBerte Sclmittansicht, die einen 
Zustand zeigt, worin die Kathodeneiektroden und eine 
Anodenelektrode in der vierten Ausf Qhrungsform geb'd- 
det sind; 

Fig. 35A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXXVA-XXXVA in Fig. 35; 

Fig. 36 ist eine vergrdBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung entsprechend der vienen Ausf tihrungsform zeigt; 

Fig.36A ist eine Schnittansicht bei einer Linie 
XXX\aA-XXXVL\ m Fig. 36; 

Fig. 37 ist ein ^quivalentes Schaltungsdiagramm der 
festen £lektrolytkondensatoranordntmg entsprechend 
der vierten Ausf (ihrungsfonn; 

Fig. 38 ist eine vergrdBerte longitudinale Schnittan- 
sicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranordnung ei- 
nes modifizierten Beisplels der vierten AusfOhrungs- 
form zeigt; 

Fig. 38A ist eine Schnittansicht der Linie XXXVIIIA- 
XXXVIIIAinFig.38; 



Fig. 39 ist ein Squivalentes Schaltungsdiagramm der 
festen Elektrolytkondensatoranordnung von Fig. 38; 

Rg. 40 ist eine vergroBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
5 nung von einem weiteren modifizierten Beispiel der 
vierten Ausfuhrungsform zeigt; 

Flg.40A ist eine Abschnittsansicht einer Unie 
XXXXA-XXXXA m Fig. 40; 

Fig. 41 ist ein aquivalentes Schaltungsdiagramm der 
10 festen Elektrolytkondensatoranordnung in Fig. 40; 

Fig. 42 ist eine vergrdBerte longitudinale Schnittvor- 
deransicht, die eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung entsprechend eines noch weiteren modtfizierten 
Beispiels der vierten Ausfuhrungsform zeigt; 
15 Flg.42A ist eine Schnittansicht einer Linie 
XXXXIIA-XXXXIIA in Fig. 42; und 

Fig. 43 ist em aquivalentes Schaltungsdiagramm der 
festen Elektrolytkondensatoranordnung von Fig. 42. 

20 Detaillierte Beschreibung der bevorzugten 

Ausfilhrungsformen 



In einer ersten AusfQhrungsform entsprechend der 
vorliegenden Erfindung, die in Fig. 3 bis Fig. 18 gezeigt 

25 wird, wird durch Benutzen emer Mutterplatten, die aus 
Silicium hergestellt ist, eine tantalumfeste Elektrolyt- 
kondensatoranordnung 30, die in Fig. 17 bis Fig. 18 ge- 
zeigt wird, hergestellt 
In der ersten AusfQhrungsform wird, wie in Fig. 3 

30 gezeigt, eine Mutterplatte II, welche so verarbeitet ist, 
daB de elektrische Leitf^higkeit zumindest in Richtung 
der Dicke hat, und aus Silicium hergestellt ist, herge- 
stellt. Die Mutterplatte 11 hat eine GrdBe, welche eine 
Vielzahl von Substraten 12 beinhaltet, woven jedes eine 

35 rechtwinklige Form hat, die eine Breite W und eine 
Lange Shat, d h, die Mutterplatte 1 1 hat ein Gebiet, das 
zum Ausschneiden der Vielzahl an Substraten 12 geeig- 
net ist Wie spater beschrieben, liefert die Mutterplatte 
11 die Vielzahl an Substraten, wenn die Mutterplatte 11 

40 in einem letzten Arbeitsschritt entlang einer longitudi- 
nalen Schnittlinie 13 und einer lateralen SchnittMe 14 
ausgeschnitten ist 

Als nachstes, wie in Fig. 4 gezeigt, wird ein Isolations- 
film IS, wie Silidumoxid oder Silidumnitrid, durch. ther- 

45 mische Oxidation, PV-Sputtem, Plasma-CVD oder der- 
gleichen gebildet 

Dann werden, wie m Fig. 5, Fig. 5A und Fig. 5B ge- 
zeigt, eine Vielzahl von (zwei in dieser Ausfflhnmgsform 
gezeigt) Kontaktldchem 16 auf dem Isolationsfilm 15 an 

50 Posidonen, die mit jedem der Substrate 12 korrespon- 
dieren, durch eine bekannte Photolithographietechnik 
gebildet 

In der Photolithographietechnik wird ein Photowi- 
derstandsfihn (nicht gezeigt) zuerst auf einer oberen 

55 OberflSche des Isolationsfilms 15 gebildet Eine Photo- 
maske (nicht gezeigt), welche mit Fenstem ausgestattet 
ist die dieselben Formen wie die Kontaktldcher 16 ha- 
ben. wird auf den Photowiderstand^hn gelegt Nach 
Freilegen des Photowiderstandsfilms, der so maskiert 

60 ist, wird der Photowiderstandsfihn entwickelt, wodurch 
die Anteile, die mit den Fenstem des Photowiderstands- 
films korrespondieren, entfemt werden. In solch einem 
Zustand werden durch Atzen des Isolationsfilms 15 die 
Anteile des Isolationsfibns 15, die mit den Fenstem des 

65 Photowiderstandsfilms korrespondieren, geldst und 
durch eine Ateflflssigkeit entfemt und demzufolge wer- 
den die Kontakddcher gebildet 
Dann werden, wie in Fig. 6 und Fig. 6A gezeigt, dOnne 
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Filme 17, wie aus Tantalsilicid, auf Anteile innerhalb der 
Kontaktlocher 16 auf dem Substrat 12 der Mutterplatte 
1 1 durch BesprQhen lisw. gebildet 

Als nSchstes werden, wie in Fig. 7 und Fig. 7A ge- 
zeigt, als Kontaktschichten die metailischen Kontakt- 
schichten 18 auf dem jeweiligen DOnnfilin 17 aus Tantal 
durch Besprdhen usw. gebildet 

Daim wird, wie in Fig. 8, Fig. 8A und Fig. 8B gezeigt, 
eine bildende Rahmenschicht 19 auf der oberen Ober- 
fl^che der Mutterplatte 11 als ein Ganzes mit einer rela- 
tiv groBen Dicke durch synthetiscfaes Harz usw. gebil- 
det. 

Als nachstes werden. wie in Fig. 9, Fig. 9A, Fig. 9B 
gezeigt, Bildungszwischenraume 20 auf der bildenden 
Rahmenschicht 19 an Teilen gebildet, wovon jeder mit 
jedem Kontaktloch 16 auf dem Substrat 12 korrespon- 
diert, durch eine Photolithographietechnik gebildet Zu- 
satzlich kann anstelle der Arbeitsschritte, die in Fig. 8 
bis Flg.8B gezeigt werden, eine bildende Rahmen- 
schicht 19, auf welcher die Bildungsabstande 20 gebildet 
sind, un voraus auf die Mutterplatte 11 angehaftet wer- 
den. 

Weiterhin werden, wie in Fig. 10, Fig, lOA und 
Fig. lOB gezeigt, ein geeigneter Betrag an Tantalpulver, 
in welchem Bindemittel im voraus vermischt werden, in 
die jeweiligen Bildungsabst^de 20 der bildenden Rah- 
menschicht 19 geffillt und durch FestdrUcken des Tan- 
talpulvers werden die pordsen Chips 21 gebildet Da- 
nach wird ein Entbindimgsprozefi zum Entfemen der 
Bmdemittel durch Erhitzen oder dergleichen durchge- 
fahrt 

Als nachstes, wie in den Fig. 11, 11 A und 1 1 B gezeigt, 
werden durch Entfemen der bildenden Rahmenschicht 
19 durch eine geeignete Einrichtung, wie Atzen oder 
dergleichen, eine Vielzahl an pordsen Chips 21 auf jeden 
der Substrate 12, die auf der Mutterplatte 11 einge- 
schlossen sind, gebildet Zus^tzlich kann der oben be- 
schriebene EntbindungsprozeB nach einem Schritt zum 
Entfemen der bildenden Rahmenschicht 19 durchge- 
fuhrt werden. 

Dann wird die Mutterplatte 11 mit verbundenen An- 
teilen, die auf der Mutterplatte 11 gebildet sind, in einem 
Vakuumerwarmungsofen (nicht gezeigt) gelegt und auf 
eine Sintertemperatur des Tantals in Vakuura erwarmt 
Als ein Ergebnis wird das Tantalpulver, das in den jewei- 
ligen Chips 21 enthalten ist, gesintert und zur gleichen 
Zeit werden die Chips 21 auf die metailischen Kontakt- 
schichten 18, die aus Tantal hergestellt sind, schmelzan- 
gehaftet und deshalb sind die jeweiligen Chips 21 mit 
den jeweiligen Substraten 12 der Mutterplatte 11 elek- 
trischverbunden. 

In diesem Sinterschritt durchlaufen die Dtlnnfilme 17, 
welche aus Tantalsilicid hergestellt sind und als Unteria- 
genschichten fiir die metailischen Kontaktschichten 19, 
die aus Tantal hergestellt sind» funktionieren, Aktionen 
und Funktionen wie folgt: wenn es keine Ausstattung 
mit DQnnfihnen 17 aus Tantalsilicid gibt, wird aufgrund 
der Erwarmung in dem Sinterschritt das Tantal inner- 
halb der metailischen Kontaktschichten 18 in die Silici- 
ummutterplatte 11 unnonnal verringert und deshalb 
wird eine Verbindung, eine Paarung oder haftende Fe- 
stigkeit von jedem der Chips 21, die aus Tantalpulver 
hergestellt sind, an der Siliziummutterplatte 11 wesent- 
lich verringert Im Gegensatz dazu wird durch Einset- 
zen der Dunnfilme 17 aus Tantalsilizid die Diffusion des 
Tantals von den metailischen Kontaktschichten 18 in die 
Mutterplatte 11 verhindert und deshalb ist es meglich, 
die Zuveriassigkeit und Stabilitit der Verbindungen 



.ft 



der Mutterplatte 11 sicher- 



zwischen den Chips 21 
zustellen. 

Ais nachstes wird die Mutterplatte 1 1 mit den verbun- 
denen Anteilen, die darauf gebildet sind, in eine chemi- 
5 sche KonversionsflOssigkeit (nicht gezeigt)^ wie eine 
wdBrige Ldsimg aus phosphorischer S^ure, getaucht 
und in einem solchen Zustand wird die Anodenoxidation 
Oder die Eloxienmg durch Anwenden eines Gletehstro- 
mes zwischen der Mutterplatte 11 und der chemischen 

10 KonversionsflOssigkeit durchgefOhrt, so daB die dielek- 
trischen Filme 22 aus Ditantalpentaoxid auf den Ober- 
fiachen des Tantalpulvers oder der Partikel in den je- 
weiligen Chips 21, die auf den Substraten 12 gebUdet 
smd, und den Oberflachen der freigelegten Anteile die- 

15 ser DOnnfikne 17 und der metailischen Kontaktschich- 
ten 18 gebildet 

Als nachstes werden durch Wiederholung einer Viel- 
zahl an Malen von sowohl einem Schritt, worin die je- 
weiligen Chips 21, die auf dem Substrat 12 in der Motor- 

20 plane 11 gebildet sind, in eine waBrige Ldsung aus 
Mangannitrat (nicht gezeigt) getaucht werden, um so 
die waBrige Losung aus Mangannitrat in ein Inneres von 
jedem der jeweiligen Chips 21 zu durchdringen, als auch 
aus einem Schritt, worin die jeweiligen Chips 21 aus der 

25 waBrigen Losung aus Mangannitrat herausgezogen 
werden und die jeweiligen Chips 21, wie in Fig. 13 und 
Fig. 13A gezeigt, mit den Kondensatorelementen 24, in 
welchen die festen Elektrolytschichten 23, die aus Man- 
gandioxid hergestellt sind, auf den Oberflachen der di- 

30 elektrischen Filme 22 aus Ditantalpentaoxid gebildet 
sind, kdnnen erhalten werden. 

Zusatzlich ist es moglich, die oben beschriebenen fe- 
sten Elektrolytschichten 23 durch Verandem derselbi- 
gen zu leitenden Polyelektrolyten, die z. B. in der japani- 

35 schen Patentoffenlegungsschrift Nr. 60-37114, der japa- 
nischen Patentoffenlegungsschrift Nr. 1-253226 usw. of- 
fenbart suid, durch chemische Polymerisation, elektroly- 
tische Oxidationspolymerisation, Gasphasenpolymeri- 
sation usw. zu bilden. 

40 Als nichstes wird, nachdem eine Abdeckgraphit- 
schicht (nicht gezeigt) auf den gesamten Oberflachen 
der jeweiligen Kondensatorelemente 24, wie in Fig. 14, 
Fig. 14A und Fig. 14B gezeigt, gebildet wird, eine Ab- 
deckharzschicht 25, die aus synthetischem Harz, wie Po- 

45 lyimidharz, Epoxidharz usw. besteht, auf der oberen 
Oberflache der Mutterplatte 11 als ein Ganzes in einer 
solchen Weise gebildet, daB die gesamten Oberflachen 
der Kondensatorelemente 24 durch die Abdeckharz- 
schicht 25 abgedeckt werden kdnnen. 

50 Dann werden, wie in Fig. 15, Fig. 15A und Fig. 15B 
gezeigt, die Fenster 26 auf der Abdeckharzscfaicht 25 
durch eine Photolithographietechnik z. B. auf Teilen, die 
mit den oberen Oberflachen der jeweiligen Kondensa- 
torelemente 24 korrespondieren, gebildet 

55 Als nachstes werden, wie in Fig. 16 und Fig. 16A ge- 
zeigt, die Kathodenelektroden 27, wovon jede aus einer 
Unterschicht aus Nickel und einer oberen Schicht aus 
Latzinn besteht, auf der Abdeckharzschicht 25 an Teilen 
der Fenster, die mit den oberen Oberflachen der jeweili- 

60 gen Kondensatorelemente 24 korrespondieren, durch 
Bespruhen z. B. gebildet Die Kathodenelektroden 27 
sind mit den festen Elektrolytschichten 23 der Konden- 
satorelemente 24 fiber die Graphitschichten elektrisch 
verbunden. 

65 Auf der anderen Seite ist, wie in Fig. 16 und Fig. 16A 
gezeigt, eine Anodenelektrode 28^ die aus einer Unter- 
schicht aus Nickel und einer oberen Schicht aus L5tzinn 
besteht, auf einer unteren Oberfl&che der Mutterplatte 
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1 1 durch BesprOhen z. B. gebildeL 

Zuletzt werden, wie es thnlich in den Fig. 16 und 16A 
gezeigt wird, durch Schneiden der Mutterplatte 11 und 
der Abdeckharzschicht 25 mit einem Schneider 29, der 
mit Hochgeschwindigkeit entlang der Schneidelinien 13 
und 14 rotiert, die jeweiligen Substrate 12 aus der Mut- 
terplatte 11 herausgeschnitten. 

Demzufolge konnen eine ^elzahl von tantalfesten 
Elektrolytkondensatoranordnungen 30, wovon jede ei- 
ne Struktur hat, die in Fig. 17, Fig. 17A und Fig. 17B 
gezeigt wird, gleichzeitig aus einer einzelnen Mutter- 
platte 1 1 erhalten werden. 

Die tantalfeste Elektrolytkondensatoranordnung 30 
ist eine Chipeinheit, die eine Gr66e mit einer Breite W, 
einer LSnge S und einer Hohe H hat und ist mit den 
einzelnen Anodenelektroden 28 an einer unteren Seite 
der Chipeinheit und einer Vielzahl von (zwei in dieser 
AusfQhrungsform) Kathodenelektroden 27, die auf einer 
oberen Seite der Chipehiheit gebildet sind, ausgestattet 



angeordnet sind 

Als nachstes zeigen die Fig. 21 bis Fig. 26A eine zwei- 
te Ausfuhrungsform entsprechend der vorliegenden Er- 
Findung. In der zweiten AusfOhrungsform kdnnen durdi 
5 Benutzen einer Mutterplatte, die aus Tantal besteht, ei- 
ne feste elektrolytische Kondensatoranordnung 30a aus 
Tantal (Fig. 26 und Fig. 26A), welche mit einer Vielzahl 
von Kondensatorelementen ausgestattet ist, hergestellt 
werden. 

10 In der zweiten Ausfahrungsforra, wie in Fig. 21 und 
Fig. 21 A gezeigt, wird eine Tantahnutterplatte 11a, die 
erne Gr6De hat, welche gleich einer Melzahl von Sub- 
strat 12a ist, zuerst hergestellt und auf der Mutterplatte 
1 la wird ein Isolationsfilm 15a, wie ein Oxidfilm oder ein 
15 Nitritfilm durch thermische Oxidationsprozesse PV Be- 
sprOhung, Plasma CVD usw. gebildet 

Als nachstes werden, wie in Fig. 22 und Fig. 22A ge- 
zeigt, eine Vielzahl von (2) in dieser AusfOhrungsform 
Kontaktldchem 16a in dem Isolationsfilm ISa an Teilen 



In einer aquh^alenten Schaltung aus der festen Eiektro- 20 gebildet, wovon jeder mit jedem der Substrat 12a korre- 



lytkondensatoranordnung 30 aus Tantal ist, wie in 
Fig. 18 gezeigt, das Kondensatorelement 24 durch den 
Chip 21 zwischen der Einzelanodenelektrode 28 und 
jedem der aus der Vielzahl der (zwei) Kathodenelektro- 
den 27 verbunden. 

Die feste elektrolydsche Kondensatoranordnung 30 
aus Tantal beinhaltet das Substrat 12, und eine Vielzahl 
an (zwei in dieser AusfOhrungsform) Chips, die auf dem 
Substrat 12 parallel zuemander angeordnet sind und 
wovon jeder aus einer gesinterten Einheit aus Tantal- 
pulver besteht und den festen Elektrolytschichten 23, 
wovon jede so gebildet ist, da6 sie elektrisch von dem 
Tantalpulver von jedem der Chips 21 durch die dielek- 
trische Schicht 22 isoliert ist 

Die feste elektrolytische Kondensatoranordnung 30 
aus Tantal beinhaltet weiterhin die Abdeckharzschicht 
25, welche gleichzeitig die jeweiligen Chips 21 mit Aus- 
nahme eines zentralen Anteiles auf einer oberen Ober- 
flache der festen Eiektrolytschicht 23 von jedem der 



spondiert, z. B. durch eine Fotolithographietechnik, wo- 
durch eine Kontaktoberflache 16a, welche ein Teil einer 
Oberflache der Mutterplatte 11a ist, innerhalb jeden 
Kontaktlochs 16a freigelegt wird 
25 Dann wird, wie in Fig. 23 und Fig. 23A gezeigt, ahn- 
lich zu einem Fall der ersten Ausfuhrungsform mner- 
halb jeden Kontaktloches 16a das Tantalpulver festge- 
stampft und in einen Chip 21a geformt und dann ein 
EntbuidungsprozeB durchgefOhrt und danadi wird die . 
30 Mutterplatte 11a in einen Vakuumerwlrmungsofen 
(nicht gezeigt) gelegt, so daB die Mutterplatte 11a und 
die verbundenen Elemente durch eine Sintertemperatur 
des Tantal erwarmt werden. Demzufolge wird wie jeder 
Chip 21a, der aus dem Tantalpulver besteht, gesintert 
35 und mit der Kontaktoberflache 18a Schmelz angehaftet 
und deshalb ist jeder Chip 21a mit der Mutterplatte 11a 
verbunden oder gepaart. 

Nachfolgend zu den oben beschriebenen Arbeits- 
schritten werden die Arbeitsschritte ahnlich zu denen 



Chips 21 abdeckt, eine Vielzahl von Kathodenelektro- 40 des Falles der ersten Ausfuhrungsform durchgefuhrt In 
ri^r. or^u;M^* ^i^A ^.ft ^i^w-:„»u diesen Arbeitsschritten werden die BUdung der dielek- 

trischen Fihne 23a aus Ditantalpentaoxid auf den jewei- 
ligen Chips 21a, die Bildung der festen Elektroiytschidi- 
ten 23a aus Mangandioxid und die Bildung einer Abdek- 
45 kungsgraphltschicht (nicht gezeigt) durchgefOhrt, wo- 
durdi die Chips 21a zu Kondensatorelementen 24a her- 
gestellt werden. 

Dann werden, wie in Fig. 24 und Fig. 24a gezeigt, die 
Bildung einer Abdeckharzschicht 25a und die Bildung 
von Fenstem 26a in der Abdeckharzschicht 25a durch- 
gefOhrt 

Danach werden, wie in Fig. 25 und Fig. 25A gezeigt, 
nach Bildung der Kathodenelektroden 27a auf der obe- 
ren Oberflache der Kondensatorelemente 24a und der 
Bildung einer Anodenelektrode 28a auf einer unteren 
Oberflache der Mutterplatte 11a die Mutterplatte 11a 
und die Abdeckharzschicht 25a entlang der jeweiligen 
Schneidelinien 13a und 14 mit einem Schneider 29a her- 
ausgeschnitten, welcher bei einer hohen Geschwindig- 
keit rotiert 

Mit DurchfOhrung der oben beschriebenen Arbeits- 
schritte kdnnen, wie in Fig. 26 und Rg. 26A gezeigt, eine 
Vielzahl an festen Elektrolytkondensatoranordnungen 
30a aus Tantal, wovon jede eine Struktur hat, die ahnlich 



den 27, welche so gebildet sind, daB sie elektrisch mit 
den freiliegenden Anteilen der festen Elektrolytschich- 
ten 23 der jeweiligen Chips 21 elektrisch verbimden sind 
und die einzelnen Anodenelektrode 28, welche auf der 
unteren Oberflache des Substrates 12 gebildet ist. 

Weiterhin ist das Tantalpulver von Jedem der Chq)s 
21 mit der einzelnen Anodenelektrode 28 Ober den 
DOnnfihn 17 aus Tantalsilizid, der metallischen Kontakt- 
schicht 18 und dem Substrat 12 verbunden. Auf der 
anderen Seite wird die elektrisdie Isolation zwischen 
der Anodenelektrode und den Kathodenelektroden in 
der festen Elektrolytkondensatoranordnung 30 aus Tan- 
tal durch den Isolationsfilm 15 sichergestellt, welcher 
auf der oberen Oberflache des Substrates 12 gebildet ist 

Die erste Ausfflhnmgsform kann, wie in Fig. 19, 
Fig. 19A und Fig. 20 gezeigt, modifiziert werden. Insbe- 
sondere, wie in Fig. 19 und Fig. 19A gezeigt, ist es durch 
Verandem der Kathodenelektroden, welche auf den 
freigelegten Anteilen der festen Elektrolytschichten 23 
der jeweiligen Kondensatorelemente 24 in einer einzel- 
nen gemeinsamen Kathodenelektrode 27', welche 
gleichzeitig elektrisch mit den jeweiligen Kondensator- 
elementen 24 verbunden ist, gebildet sind, als eine aqui- 
valente Schaltung, die in Fig. 20 gezeigt wird, mdglich. 



50 



55 



60 



for eine tantalfeste Elektrolytkondensatoranordnung 65 zu der der ersten AusfOhrungsform ist, gleichzeitig aus 
30, m welcher eine Vielzahl an Kondensatorelementen einer einzigen Mutterplatte hergestellt werden. 
24 zwischen der einzehien Anodenelektrode 28 und der ZusEtzUch ist es in der zweiten AusfOhrungsform not- 
emzemen Kathodenelektrode 27' parallel zuemander wendig, da die Tantahnutterplatte 11a benutzt wird. 
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welche verschieden zu der ersten Ausfuhrungsfonn ist, 
die metalltechen Kontaktschtchten 18 aus Tantal und die 
DOnnnime aus Tantalsilizid aus Unterschichten zu bil- 
den und es ist mdglich, die Oberflache selbst von der 
Mutterplatte 11a als die Kontaktoberfiachen 18a zu be- 
nutzen. 

Zus^tzlich konnen in diesem Pall die Isolationsschich- 
ten 15 Oder 13a ahnlich zu der der ersten Ausftihrungs- 
form Oder der zweiten AusfQhrungsform auf der leiten- 
den keramischen Mutterplatte gebildet werden. 

Weiterhin kann in einer dritten AusfQhrungsform, die 
in Fig. 27 bis ¥lg. 31 A gezeigt wird, durch Benutzen 
einer Mutterplatte, die aus einem Material, wie Silizium, 
Tantal leitendem Keramik usw. besteht, die cine elektri- 
sche Leitfahigkeit von zumindest in Richtung der Dicke 
haben, eine feste Elektrolytkondensatoranordnung 30b 
aus Tantal, welche mit einer Vielzahl von Kondensator- 
elementen ausgestattet ist, und welche eine groBere Ka- 
pazitat im Vergleich zu der ersten und der zweiten Aus- 
fuhrungsfonn hat, hergestellt werdea 

Insbesondere wie in den Fig. 27, 27A und 27B gezeigt, 
werden, nachdem ein Isolationsfilm 15b auf einer obe- 
ren Oberflache der Mutterplatte lib gebildet wird, eine 
Vielzahl von (2) in dieser Ausftlhrungsfonn Kontaktlo- 
chem 16b auf dem IsolationsHbn 15b an jedem Tell das 
mit den jeweiligen Substraten 12b korrespondiert, ge- 
bildet. Weiterhin werden die Failungsdurchgangsldcher 
32 auf der Mutterplatte lib an Positionen gebildet, die 
in den Kontaktldchem 16b von jedem der Substrate lib 
beinhaltetsind. 

Als nachstes werden, wie in Fig. 28 und in Fig. 28A 
gezeigt, nachdem ein Film 33 auf einer unteren Oberfla- 
che der Mutterplatte lib angehaftet wird, urn so die 
Failungsdurchgangslocher 32 abzudichten, die jeweili- 
gen Chips 21b in einer Weise, die ahnlich zu der Weise 
der ersten AusfOhrungsform ist, durch Feststampfen des 
Tantalpulvers auf der Mutterplatte lib gebildet Durch 
Bilden der Chips 21b wird das Tantalpulver in jedes der 
FQllungsdurchgangsldcher 32 gefOllt Der Film 33 wird 
entfemt. nachdem die Chips 21b gebildet sind. 

Die Arbeitsschritte, die in nachfolgend zu den oben 
beschriebenen Arbeitsschritten durchgefQhrt werden, 
sind Arbeitsschritte, die ahnlich zu dehen der oben be- 
schriebenen ersten AusfOhrungsform oder der zweiten 
AusfOhrungsform sind. Wie in Fig. 29 und in F1& 29A 
gezeigt, beinhalten diese Arbeitsschritte einen Sinter- 
schritt der Jeweiligen Chips 21b, einen Bildungsschritt, 
der die dielektrischen Rime 22b fOr die jeweiligen Chips 
21b, einem BDdungsschritt der festen Elektrolytschich- 
ten 23b und einen Schritt zum Bilden einer Abdeclcgra- 
phitschicht, wodurch die Kondensatorelemente 24b ver- 
voUstandigt werden. 

Weiterhin werden, wie m Fig. 30 und Rg,30A ge- 
zeigt, nachdem ein Bildungsschritt von einer Abdeck- 
harzschicht 23b, ein Bildungsschritt der Kathodenelek- 
troden 27b und ein Bildungsschritt einer Anodenelek- 
trode 28b durchgefOhrt wurden, die Mutterplatte lib 
tmd die Abdeckharzschicht 25b durch einen Schneider 
29b geschnitten, der mit emer Hochgeschwindigkeit 
entlang der jeweiligen Schnittlinien 13b und 14b rotiert 

Deshalb konnen aus der einzebien Mutterplatte lib 
eine Vielzahl an festen Elektrolytkondensatoranord- 
nungen 30b aus Tantal, wovon jede die Struktur hat, die 
in Fig. 31 und Fig. 31A gezeigt wird. gjeichzeitig herge- 
stellt werden. 

Entsprechend der 3w AusfOhrungsform, die oben be- 
schrieben wird, ist es mOglich, das Tantalpulver fflr je- 
den Chip 21b in jedes der F01Iungsdurchgangsiacher32, 
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die auf dem Substrat ii^ebildet sind, gefflUt werden, 
ein Volumen von jedem der Chips 21b zu erhdhen und 
somit jede der festen Elektrolytkondensatoranordnun- 
gen 30b aus Tantal mit einer grdBeren Kapazitat her- 
5 stellen. Weiterhin gibt es einen zusatzlichen Vorteil dar- 
in, dafi eine Paarung oder Bindungsfestigkeit zwischen 
jeden der Chips 21b und des Substrates 12b durch einen 
Teil von jedem der Chips, die m jeden der FOllungs- 
durchgangsldcher 32 gefOUt sind, vergrdBert werden 
10 kann. 

in der dritten AusfOhrungsform kdnnen die FQllimgs- 
durchgangsldcher 32 durch FOllungsldcher mit Boden 
Oder FQllungsvertiefui^anteile ersetzt werden. Jedoch 
ist es moglich, wenn die Durchgangslocher 32 benutzt 
15 werden, die Anodenelektrode 28b, die auf der unteren 
Oberflache des Substrates 12b gebildet ist, mit dem Tan- 
talpulver des Chips 21b direkt und sicher elektrisch zu 
verbinden. 

Dann zeigen die Fig. 32 bis Fig. 37 eine vierte AusfOh- 

20 rungsform entsprechend der vorliegenden Erfmdung, in 
welcher durch Benutzen einer Mutterplatte, die aus ei- 
nem Isolationsmaterial, wie Keramik hergestellt ist, eine 
Vielzahl von festen Elektrolytkondensatoranordnungen 
30c aus Tantal, wovon jede eine groBe Kapa:dtat hat, 

25 gleichzeitig hergestellt werden. 

In der vierten AusfOhrungsform, wie in den Fig. 32 
und der Fig. 32A und der Fig. 32B gezeigt, wird als er- 
stes eine Mutterplatte lie, die aus einem isolierenden 
Keramikmaterial besteht, und eine GroBe hat, die gleich 

30 einer Vielzahl von Substraten 11c ist, hergestellt, und es 
werden FQllungsdurchgangslocher 32a auf der Mutter- 
platte 11c an Positionen gebildet, die in jeder der Sub- 
strate 12c beinhaltetsind- 
Als nachstes werden, wie in den Fig. 33 und der 

35 Fig. 33A gezeigt, nachdem em Fihn 33a auf einer unte- 
ren Oberflache der Mutterplatte 11c angehaftet wird, 
um die FOllungsdurchgangsldcher 32a abzudichten, in 
einer Weise in der ersten AusfOhrungsform, die jeweili- 
gen Chips 21c durch Feststampfen des Tantalpulvers auf 

40 der Mutterplatte lie gebildet Durch Bilden der Clups 
21c wu-d das Tantalpulver in jede der F011ungsduix:fa- 
gangsldcher 32a gefOllt. Der Film 33e wird entfemt, 
nachdem die Chips 21c gebildet werden. 
Die Arbeitsschritte, die nachfolgend zu den oben be- 

45 schriebenen Arbeitsschritten durchgefOhrt werden, sind 
Arbeitsschritte, die ahnlich zu den oben beschriebenen 
AusfOhrungsformen sind. Wie in Fig. 34 und Fig. 34A 
gezeigt, beinhalten diese Arbeitsschritte einen Sinter- 
schritt der jeweiligen Chips 21c, einen Bildungsschritt 

50 der dielektrischen Fihne 23c fOr die jeweiligen Chips 
21b, einen Bildungsschritt der festen elektrolytischen 
Schichten 23c und einen Schritt zum Bilden einer Ab- 
deckgraphitschicht, wodurch die Kondensatorelemente 

24c erhalten werden kdnnen. 

55 Weiterhin, werden wie in Fig. 35 und Fig. 35A ge- 
zeigt, nach einem Bildungsschritt emer Abdeckharz- 
. schicht 25c einen Bildungsschritt der Kathodenelektro- 
den 27c und einen Bildungsschritt einer Anodenelektro- 
de 28c, die Mutterplatte 11c und die Abdeckharzschicht 

60 25c mit einem Schneider 29c geschnitten, der bei Hoch- 
geschwindigkeit entlang der jeweiligen Schnittlinie 13c 
und 14c rotiert 

Deshalb kOnnen von der einzebien Mutterplatte 11c 
eine Vielzahl an festen Elektrolytkondensatoranord- 

65 nungen 30c aus Tantal, wovon jede eine Struktur, die in 
Fig. 36, Fig. 36A und Fig. 37 gezeigt wird, gleichzeitig 
hergestellt werden. In der oben beschriebenen vierten 
AusfQhrungsform kann ihnlich zu der dritten AusfQh- 
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rungsform, das Tantalpulver fOr jeden Chip 21c inner- 
halb des Ftillungsdurchganges 32a, das auf dem Substrat 
12c gebildet ist, gefOUt wird, eine Kapazitat der festen 
Elektrolytkondensatoranordnung aus Tantal 30c gr56er 
gemachtwerden. 

Zus^tzlich ist es in einer vierten AusfOhrungsform 
mdglich, daB das Substrat 12c aus dem Isolationsmateri- 
al, wie Keramik, hergestellt ist, sogar wenn keine weite- 
re Isolationsschicht auf dem Substrat 12c gebildet ist, 
sicher die Anodenelektrode und die Kathodenelektrode 
des Kondensatorelementes 24d elektrisch zu isoiieren. 
Deshalb gibt es im Vergleich zu einem Fall, worin das 
Substrat 12d aus einem leitenden Material hergestellt 
ist, darin ein Voneil, daB es mOglich ist, Kosten und 
Gewicht zu reduzieren. 

In einer vierten Ausfuhrungsform ist es mdglich, da 
das Substrat 12c aus einem Isoiationsmaterial, wie Ke- 
ramik, hergestellt ist, die feste Elektrolytkondensatoran- 
ordnung 30c aus Tantal zu variieren oder zu modifizie- 
ren, wie es im folgenden ausgefflhrt wird 

Insbesondere, wie in Fig. 38 und 38A gezeigt, ist es 
durch Aufteilen der Anodenelektrode, die auf der unte- 
ren Oberflache des Substrates 12c gebildet ist, in zwei 
diskrete Anodenelektroden 28c' filr die jeweiligen Kon- 
densatorelemente 24c, wie in einer aquivalenten Schal- 
tung von Fig. 39 gezeigt, mdgOch, die Struktur zu erhal- 
ten, daB das Kondensatorelement 24c zwischen jedem 
der zwei Anodenelektroden 28c^ und jedem der zwei 
Kathodeneiektroden 27c angeordnet ist 

Weiterhin, wie in Fig. 40 und Fig. 40A gezeigt, ist es 
mdglich, zusatzlich zu dem, daB die Anodenelektrode, 
die aiuf der tmteren Oberfliche des Substrates 12c gebil- 
det ist, in zwei diskrete Anodenelektroden 280^ fOr die 
Kondensatorelemente 24c aufgeteDt wird, wenn die Ka- 
thodeneiektroden, die auf den freigeiegten Anteilen der 
festen Elektrolytschichten 23c der Kondensatorelemen- 
te 24c gebildet sind, als eine einzehie gemeinsame Ka- 
thodenelektrode 27c' gebildet werden, welche gleichzei- 
tig elektrisch leitend zu den Kondensatorelementen 24c 
ist, wie es in einer aquivalenten Schaltung von Fig. 41 
gezeigt wird, eine Struktur zu erhalten, die eine Vielzahl 
von Kondensatorelementen 24c zwischen den zwei 
Anodenelektroden 280^ und der einzelnen Kathoden- 
elektrode 27c' und parallel zueiaander angeordnet hat 

Weiterhin ist es mOglich, wie in Fig. 42 und Fig. 42A 
gezeigt wird, durch verandemde Kathodeneiektroden, 
die auf den freigeiegten Anteilen der festen Elektrolyt- 
schichten 23c der Kondensatorelemente 24c gebiklet 
sind, in eine einzelne gemeinsame Kathodenelektrode 
270^, welche gleichzeitig elektrisch mit den jeweiligen 
Kondensatorelementen 24c elektrisch verbunden ist, 
wie es durch eine aquivalente Schaltung in Fig. 43 ge- 
zeigt wird, eine Struktur zu erhalten, worin eine Vielzahl 
von Kondensatorelementen 24c parallel zueinander 
zwischen der einzehien Anodenelektrode 28c und der 
einzelnen Kathodenelektrode 27c' angeordnet sind. 

Zusatzlich wurden in den oben beschriebenen Aus- 
ftihningsformen, Beispielen der festen Elektrolytkon- 
densatoranordnung, die zwei Kondensatorelemente hat, 
beschrieben. Jedoch ist die vorliegende Erfindung nicht 
darauf begrenzt und kann auf einen Fall angewendet 
werden, worin eine feste Elektrolytkondensatoranord- 
nung aus zwei oder mehreren Kondensatorelementen 
aufgebaut ist Obwohl die vorliegende Erfindung un De- 
tail beschrieben und dargestellt worden ist, ist es deut- 
lich zu verstehen, daB dieselbige mit Hilfe von Darstel- 
lungen und Beispielen nur durchgefOhrt wurde imd 
nicht binschrtnkend zu sehen ist, wobei der geisende 
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Umfang der vorliegenden cffindung nur durch die Be- 
griffe der beigefOgten Zeichnungen begrenzt wird 

PatentansprOche 

1. Feste Elektrolytkondensatoranordnung, gekenn- 
zeidmet durch: 
ein Substrat, das eine obere und eine untere Ober- 
flache hat; 

10 eine Vielzaiil von Chips, die auf der oberen Oberfla- 
che des Substrates mit einem Abstand angeordnet 
sind, wobei die Chips durch Sintem von metalli- 
schen Pulvem gebildet werden; 
eine Vielzahl an festen Elektrolytschichten, die auf 

15 den Oberflachen der Vielzahl von Chips gebildet 
sind und elektrisch von dem metallischen Pulver 
isoliert sind, wobei die Vielzahl an festen Elektro- 
lytschichten unabh^ngig voneinander sind; 
eine Abdeckharzschicht, welche die Vielzahl an 

20 Chips in einer Weise abdeckt, daB die jeweiligen 
Anteile von der Vielzahl der festen Elektrolyt- 
schichten freigelegt werden; 
mlndestens eine Kathodenelektrode, die auf der 
Abdeckharzschicht gebildet ist und die elektrisch 

25 mit dem jeweiligen freigeiegten Anteilen der Viel- 
zahl an elektrolytischen Schiditen elektrisch ver- 
bunden ist; und 

mindestens eine Anodenelektrode, die auf der unte- 
ren Oberflache des Substrates gebildet ist und elek- 
30 trisch mh dem metallischen Pulver der Vielzahl an 
Chips verbunden ist 

Z Kondensatoranordnung nach Anspruch 1, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB jeder Chip eine Seiten- 
oberflache und eine obere Oberflache hat und jede 

35 der festen elektrolytischen Schichten auf der Sei- 
tenoberfiache und der oberen Oberflache von je- 
dem der Vielzahl der Chips gebildet ist und die 
Abdeckungsharzschicht in einer solchen Weise ge- 
bildet ist, daB ein Teii der oberen Oberflache und 

40 der Seitenoberflache von jedem Chip abgedeckt ist 

3. Kondensatoranordnung nach Anspruch 2, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB das Substrat eine elek- 
trische Leitf Shigkeit hat zumindest in eine Richtung 
der Dicke hat, und die Anodenelektrode mit dem 

45 metallischen Pulver durch die elektrische LeitfShig- 
keit des Substrates verbunden ist, wobei die Kon- 
densatoranordnung weiterhin eine Isolations- 
schicht umfaBt, welche die Seitenoberfiachen der 
Chips auf dem Substrat umgibt, und das Substrat 

50 von den festen elektrolytischen Schichten elek- 
trisch isoliert 

4. Kondensatoranordnung nach Anspruch 1, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB das Substrat eine elek- 
trische Leitfahigkeit zumindest in Richtung der 

55 Dicke hat und die Anodenelektrode mit dem metal- 
lischen Pulver durch die elektrische Leitf&higkeit 
des Substrates verbunden ist 

5. Kondensatoranordnung nach Anspruch 4, ge- 
kennzeichnet durch die Kontaktschichten, wovon 

60 jede zwischen einer oberen Oberflache des Sub- 
strates und jedem Chip angeordnet ist, und elek- 
trisch das Substrat mit jedem der Chips verbindet 

6. Kondensatoranordnung nach Anspruch 5, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB die Kontaktschichten 

65 metallische Kontaktschichten beinhalten, wobei die 
Kondensatoranordnung weiterhin die Diffusions- 
verhinderungsschichten umfaBt, wovon jede zwi- 
schen dem Substrat und jedem der metallischen 
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Kontaktschichten angeordnet ist und eine metalli- 
sche Komponente der metallischen Kontaktsdhicht 
davon abhiUt, in das Substrat zerstreut zu werden. 

7. Kondensatoranordnung nach Anspruch 5 oder 6, 
gekennzeichnet durch eine Isolationsschicht, die 5 
zwischen dem Substrat und den Kontaktschichten 
angeordnet ist und Kontakddcher umfaBt, die auf 
der Isolationsschicht gebildet sind, durch welche 
die Kontaktschichten mit dem Substrat verbunden 
werden- 10 

8. Kondensatoranordnung nach Anspruch 1, ge- 
kennzeichnet durch eine Vielzahl von Vertiefungs- 
anteilen, die auf dem Substrat gebildet sind, worin 
die unteren Anteile der Vielzahl von Cldps jeweils 

in die Vertiefungsanteile eingebettet werden. 15 

9. Kondensatoranordnung nach Anspruch 8, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB das Substrat eine elek- 
trische Leitfahigkeit zumindest in Richtung der 
Dicke hat, und die Anodenelektrode mit dem me- 
tallischen Pulver durch die elektrische Leitfahigkeit 20 
des Substrates verbunden ist 

10. Kondensatoranordnung nach Anspruch 8, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB jede der "Welzahl von 
Vertiefungsanteilen ein Durchgangsloch beinhaltet, 
das von der oberen Oberfl^che zu der unteren 25 
Oberfl^che des Grades durchl&uft, wodurch der un- 
tere Anteil von jedem der Vielzahl der Chips an der 
unteren Oberflache des Substrates freigelegt wird, 
um direkt mit der Anodenelektrode verbunden zu 
werden. 30 

11. Kondensatoranordnung nach Anspruch 10, ge- 
kennzeichnet dadurch, daB das Substrat aus einem 
isolierenden Material hergestellt ist 

IZ Verfahren ziu* Herstellung von festen Elektro- 
lytkondensatoranordnungen, gekennzeichnet 35 
durch die Schritte: 

(a) Herstellen einer Mutterplatte, die ein Ge- 
biet hat, aus welchem eine Vielzahl an Substra- 
ten herausgeschnitten werden kann; 

(b) jeweiliges Bilden einer \^eizahl von Chips 40 
auf der Vielzahl an Substraten» die in der Mut- 
terplatte beinhaltet sind, wobei jeder Chip 
durch Sintern durch metallisches Pulver gebil- 
det wird; 

(c) Bilden einer ^elzahl von festen elektrolyti- 45 
sdien Schichten auf den Oberfl&chen der Viel- 
zahl von Chips jeweils, in einer Weise, daB jede 
der festen Elektrolytschichten elektrisch von 
den metallischen Pulvem isoliert ist, wobei die 
Vielzahl von festen Elektrolj^chichten unab- 50 
h&ngig von einander sind; 

(d) Bilden einer Abdeckharzschicht, welche die 
Vielzahl von Chips in einer Weise abdeckt daB 
Anteile der Vielzahl der festen Elektrolyt- 
schichten freigelegt sind; S5 

(e) Bilden von mmdestens emer Kathodenelek- 
trode auf der Abdeckungsharzschicht, wobei 
die Kathodenelektrode elektrisch mit jedem 
der Vielzahl von festen elektrolytischen 
Schichten verbunden ist; so 

(f) Bilden von mindestens einer Anodenelek- 
trode auf einer xmteren Oberflache der Mut- 
terplatte, wobei die Anodenelektrode elek- 
trisch mit dem metallischen Pulver von jedem 
der Vielzahl an Chips verbunden ist; und ss 

(g) Ausschneiden der Vielzahl von Substraten 
aus der Mutterplatte. 

13. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 12, worin 
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derSchritt(b)beir 
(b-1) Anordnen eines Rahmens, in welchem eine 
Vielzahl von FOllungsabstanden jeweils auf der 
Vielzahl der Substrate auf der Mutterplatte gebil- 
det werden; 

(b-2) FGllen des metallischen Pulvers in jeden der 

Vielzahl der Fttllungsabstande; 

(b-3) Entfernen des Rahmens; und 

(b-4) Sintern des gefQllten metallischen Pulvers. 

14. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 13, worin 
der Schritt (a) beinhaltet: 

(a-1) Herstellen einer Mutterplatte, die eine elektri- 
sche Leitfahigkeit von zumindest in Richtung der 
Dicke hat, wobei das Verfahren weiterhin vor dem 
Schritt (b) umfaBt die Schritte des (Q Bfldens einer 
Isolationsschicht, auf welcher eine Vielzahl von 
Kontaktldchern an Positionen, die jeweils mit jeder 
der Vielzahl der Substrate auf der Mutterplatte 
korrespondieren, gebildet werden, und (i) Bilden 
einer Vielzahl von Kontaktschichten auf der Isola- 
tionsschicht, welche mit der Vielzahl der Substrate 
Qber die Kontaktldcher jeweils verbunden ist und 
in dem Schritt (b-2) wird das metallischc Pulver auf 
die Vielzahl der Kontaktschichten gefOUt 

15. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 14, worin 
der Schritt (i) die Schritte des (i-1) Bildens einer 
\^elzahl von Di^sionsverhinderungsschichten auf 
der Vielzahl von Substraten vor dem Bilden der 
Vielzahl von Kontaktschichten, imd (i-2) des Bil- 
dens der Vielzahl von Kontaktschichten, die aus 
metallischem Material bestehen, auf der Vielzahl 
von DLf fusionsverhinderungsschichten beinhaltet 

16. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 13. worin 
der Schritt (a) einen Schritt (a-1) zum Herstellen 
einer Mutterplatte, auf welcher ein POllungsvertie- 
fungsanteil an einer Position gebOdet wird, die 
gleich mit jedem der Vielzahl von Substraten ist 
beinhaltet und in dem Schritt (b-2) das metallische 
Pulver in den Fullungsvertiefungsanteil und dem 
Fflllungszwischenraum gef QUt wird. 

17. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 16, worin 
der Schritt (a-1) einen Schritt (a-1 1) zum Herstellen 
einer Mutterplatte* in welcher ein Durchgangsloch 
an euier Position gebildet wurd, die gleich mit jeder 
der Vielzahl von Substraten ist, bemhaltet und der 
Schritt (b-2) die Schritte des (b-1) Abdichtens eines 
unteren Anteiles des Durchgangsloches durch eine 
Lage, (b-22) des FQllens des metallischen Pulvers 
des Durchgangsloches und den FOllungsabstand, 
und (b-23) des Entfemens der Lage beinhaltet imd 
in dem Schritt (f) die Anodenelektrode in einer 
Weise gebildet wird, daB die Anodenelektrode di- 
rekt mit der Vielzahl der Chips verbunden ist, wel- 
che an der unteren Oberflache der Vielzahl von 
Durchgangsldchem freigelegt sind 

18. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 17, worin 
in dem Schritt (a) erne Mutterplatte, die aus isolie- 
rendem Material besteht, hergestellt wird. 

19. Hersteilungsverfahren nach Anspruch 17, worin 
in dem Schritt (a) eine Mutterplatte, die eine elek- 
trische Leitfahigkeit von zumindest in Richtung der 
Dicke hat, hergestellt wird 
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